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増加に伴いC-Si結合が増加し、C ≧ 0.5 MLでその増加率が飽和し、Ge/Si界面でC-Ge結合を観測した。c(44)
表面再構成に最適なC堆積量が0.25 MLであることから、C = 0.25 MLではQD中へのC取り込みがなく、C-Si




















































































































































































積量の増加に伴いQDが小粒径・高密度化し、C = 0.25 – 0.4 
ML において VW から SK モードへ成長遷移した。C ≧ 0.5 
MLにおいてQD中に比べて、Ge/Si界面にC-Ge結合が多く







に変化した。この結果から、TD = 150 - 200Cではアモルファス、
TD = 250Cではアモルファスと多結晶が混在したナノクリスタ
ル、TD ≧ 300Cでは多結晶のGeが堆積時に形成されることを明らかにした。固相成長後は、TD = 250 - 350C
において小粒径かつ高密度なQDが形成された。XPSによるCの結合状態の解析からGe堆積時の結晶状態の違










像を図 8 に示す。C を媒介しない場合、表面電位像において
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図9 面内格子緩和率と 
QD粒径の積層数依存性 
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